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it can be produced with a better surface yield from a wafer. 



(57) Abstract: The invention relates 
to a radiation-emitting semiconductor 
component with a radiation-permeable 
substrate (1) having a radiation-emitting 
layer (2) arranged on the lower side 
thereof, wherein said substrate (1) has 
inclined side surfaces (3), wherein the 
index of refraction of the substrate (1) 
is greater than the index of refraction of 
the radiation-producing layer, wherein 
a non-illuminated substrate area (4) 
results from the difference in the index 
of refraction and into which no photons 
can be directly injected from the 
radiation-producing layer, and wherein 
the substrate (1) is provided with 
essentially perpendicular side surfaces 
(5) in the non-illuminated area thereof. 
One advantage of the component is that 



^j. (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit einem strahlungsdurchlas- 
sigen Substrat (1), auf dessen Unterseite eine strahlungserzeugende Schicht (2) angeordnet ist, bei dem das Substrat (1) geneigte 
Seitenflachen (3) aufweist, bei dem der Brechungsindex des Substrates (1) groBer ist als der Brechungsindex der strahlungserzeu- 
^ genden Schicht, bei dem aus dem Brechungsindexunterschied ein unbeleuchteter Substratbereich (4) resultiert, in den keine Photonen 
Q unmittelbar aus der strahlungserzeugenden Schicht eingekoppelt werden, und bei dem das Substrat (1) im unbeleuchteten Bereich 
im wesentlichen senkrechte Seitenflachen (5) aufweist. Das Bauelement hat den Vorteil, daB es mit einer besseren Flachenausbeute 
aus einem Wafer hergestellt werden kann. 
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Die Internationale Recherchenbeh6rde hat festgestellt, daG diese internationaie Anmeidung mehrere Erfindungen enthait: 

slehe Zusatzblatt 



1 . FT] Da der Anmelder alia erfordertichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

Internationaie Recherchenbericht auf alle recherchierbaren AnsprOche. 

2. I I a, | e recherchierbaren AnsprOche die Recherche ohne elnen Arbeltsaufwand durchgefOhrt werden konnte. der eine 

' — ■ zusatzliche RecherchengebOhr gerechtfertigt hatte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen GebOhr aufgefordert 



3 * n Pf der A nm , e,( 2f r nur elnI 9© der erfordertichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
— internationaie Recherchenbericht nur auf die AnsprOche, f Or die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
AnsprOche Nr. 



4 - IZJ D * r Anmelder hat die erfordertichen zusatzlichen RecherchengebOhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der Internationale Recher- 
faflt- b8SChnankt slch daher auf 616 ' n den AnsP^chen zuerst erwahnte Erfindung; diese 1st in folgenden AnsprOchen er- 



Bemerkungen hinsichtiich eines Widerspruchs Q Die zusatzlichen GebQhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt 

[)[] Die Zahlung zusatzlicher RecherchengebOhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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